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D scription 

La presente invention se rapporte a des ecrans de 
visualisation comprenant une couche de materiau eiec- 
trooptique, par exemple une couche de cristal liquide. 5 

Comme il est connu, ces ecrans component g6n6- 
ralement un grand nombre d'elements d'image de forme 
carreeou rectangulaire. La definition de recran estfonc- 
tion du nombre de points susceptibles de recevoir une 
information. La commande de chaque point se fait par io 
application d'un champ electrique. Pour la visualisation 
d'informations video, il a 6te propose des affichages de 
type matriciel. Chaque element d'image est alors defini 
par Intersection de deux reseaux de conducteurs or- 
thogonaux appeles lignes et colonnes. On parvient alors is 
a reduire ie nombre de connexions de M elements, 
d'une valeur M a deux fois la racine carree de M. Par 
contre le matricage pose de s6rieux problemes au ni- 
veau de la commande de Fecran et du materiau elec- 
trooptique charge de convertir le signal electrique en si- 20 
gnal visuel. En effet, dans ce type d'adressage on ne 
peut adresser simultanement que les points d'une me- 
me ligne i, en appliquant sur cette ligne une tension ex- 
citative VI et sur les colonnes, des tensions Vj qui de- 
pendent de retat que doivent prendre les points (i,j). 2s 
Chaque ligne de I'ecran est excitee sequentiellement 
pendant un temps t = T/N ou T est le temps d'adressage 
de I'ecran et N le nombre de lignes. Si le materiau eiec- 
trooptique ne possede pas de memoire propre, il faut 
maintenir I'information en revenant periodiquement ex- 30 
citer les points allumes. La valeur maximale de cette pe- 
riode T de rafratchissement est fixee, physioloqique- 



ment a 40 ms environ. Done le temps t consacre a I'ex- 
citation d'un point est t = 40/N ms et.deyient trfcs court 
lorsque N augmente. 35 

Une des solutions envisagees pour pallier ce pro- 
bieme est d'utiliser des ecrans a commande active pour 
lesquels le materiau eiectrooptique est place en serie 
avec un commutateur eiectronique (diodes, transistors) 
notamment decrit dans la demande de brevet publi6e 40 
EP A 0 348 209. La memoire d'image peut ainsi dtre 
constituee de deux reseaux de conducteurs lignes et co- 

^lonnos.a l a cro i s ee d esquels-se tr ouven t par exemple 

un transistor de commutation relie au condensateur for- 
me par le materiau eiectrooptique et ses electrodes de 45 
commande (figure 1 ). Dans ce cas, la grille du transistor 
est reliee a I'eiectrode ligne, la source a I'eiectrode co- 
lonne sur laquelle transite le signal videofrequence. 
Lorsqu'une ligne i est excitee, une tension est appliqu6e 
de facon a rendre conducteurs tous les transistors de la so 
ligne. Les capacites de cellules eiectrooptiques se char- 
gent aux tensions video appliquees sur les colonnes. 
Quand la ligne i cesse d'etre excitee, les transistors sont 
bloques, et les informations maintenues dans les con- 
densateurs de la ligne prec6demment adress6e. ss 

L'ameiioration des performances d'un ecran a TFT 
(thin film transistors) par rapport a un ecran a adressage 
direct se fait neanmoins au prix d'une complexite tech- 



nologique accrue due au nombre de depots sous vide 
et au nombre de pas de masquage n6cessaires a la rea- 
lisation des transistors de I'ecran, en plus de defauts tels 
que des lignes coupees, des court-circuits lignes colon- 
nes ou des points defectueux. Les court-circuits entre 
lignes et colonnes viennent notamment de ce que les 
lignes et les colonnes sont formees sur une meme pla- 
que de verre. 

Pour pallier ces problemes technologiques, la pre- 
sente invention propose une nouvelle structure d'affi- 
cheur matriciel a materiau eiectrooptique alliant les 
avantages de report des colonnes sur la paroi opposee 
a celle des lignes, de I'emploi de transistors et de leur 
realisation en un seul niveau de masquage, les prece- 
des connus de realisation de commandes a transistors 
utilisant au moins deux niveaux de masquage. 

II s'agit d'un afficheur matriciel a materiau eiec- 
trooptique comme d6fini dans la revendication 1 com- 
portant un reseau matriciel de zones eiementaires 
d'image constituees par un materiau eiectrooptique pla- 
ce entre deux electrodes. L'une de ces deux electrodes 
est constituee par une zone semiconductrice dopee 
transparente entouree compietement par une zone 
semiconductrice peu ou pas dopee constituant le canal 
d'un transistor de commande dont I'eiectrode forme la 
source ou le drain. L'afficheur comprend en outre des 
moyens d'adressage des electrodes qui permettent 
d'appliquer s6lectivement en chaque zone un champ 
electrique adapte a I'image desiree. 

Dans un afficheur selon Invention, I'adressage des 
lignes et I'adressage des colonnes se font de part et 
d'a utre du m a ter i au e i e ctroopt i que. L e s inf orm a ti on s 
sont introduces de preference dans des colonnes 
d'eiectrodes transparentes deposees sur un substrat en 
verre. Pour transmettre ces informations aux pixels 
d'une ligne donnee il est necessaire de commander les 
electrodes semiconductrices dopees definissant les 
electrodes de lignes. Pour cela les zones peu ou pas 
dopees peuvent etre recouvertes d'une grille metallique 
qui lorsqu'elle est mise sous tension permet de rendre 
le canal du transistor conducteur et par la meme assure 
la conductionentre la source et le drajn done jntre deux 
electrodes cie~pixeir La structure de grille associ6e aux 
zones peu ou pas dopees peut etre representee par une 
echelle dont les montants materialised une ligne 
d'adressage et dont les barreaux permettent de separer 
les pixels adjacents d'une meme ligne. Les pixels d'une 
autre ligne sont definis par une autre echelle non reliee 
eiectriquement a la premiere. 

Lorsque I'echelle est mise sous tension les electro- 
des de la ligne associees aux electrodes de colonnes 
permettent de charger les pixels de la ligne consid6r6e. 
Lorsque la ligne n'est plus adressee, les charges restent 
bloquees sur les electrodes semiconductrices de pixel 
et les informations restent ainsi inscrites jusqu'a un nou- 
vel adressage de la ligne done jusqu'a I'introduction de 
nouvelles informations. Toutefois, la memoire des pixels 
est liee a des courants de f uite devant etre negligeables 
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au niveau du canal du transistor. 

D'autres variantes d'afficheur selon I'invention peu- 
vent etre representees par des structures de grilles (as- 
sociSes aux zones peu ou pas dopees) en quinconce 
ou nid d'abeille, la linearity et I'orthogonalite des pixels 5 
n'etant pas necessaire. 

En principe, les zones peu ou pas dopees formant 
le canal des transistors d'acces sont d6pos6es sur un 
substrat de verre et recouvertes d'une couche d'isolant 
de grille elle-meme recouverte d'une grille conductrice to 
(structure MOS directe). Mais les transistors peuvent 
6galement etre des transistors en couche mince detype 
a structure etag6e inverse. Dans cette structure la grille 
est deposee sur un substrat et entente en dessous des 
couches isolantes de grille, et semiconductrice . is 

Le semiconducteur employe pouvant etre locale- 
ment dope est de preference du silicium amorphe dope 
par une presensibilisation du substrat au phosphore ou 
par implantation classique. II peut egalement s'agir de 
silicium polycristallin ou bien encore de semiconduc- 20 
teurs organiques tels que le tetrathiofulvalene (TTF) ou 
le tetracyanoquinodimethane (TCNQ). II doit permettre 
de realiser des electrodes de pixel transparentes pour 
permettre a la lumiere de traverser ('afficheur. 

La pr6sente invention a encore pour objet le proce- 2s 
de de fabrication d'un afficheur selon I'invention, com- 
prenant la formation de deux reseaux d'electrodes d'ap- 
plication de champ eiectrique sur des substrats separes 
et la mise en place d'un materiau eiectrooptique entre 
les deux substrats, la formation d'un des reseaux com- 30 
prenant la realisation de transistors d'acces individuel 
pour commander chaque pixel. 



I'invention ; 

- la figure 3 repr6sente le substrat (l 3 ) ainsi que ces 
electrodes semiconductrices associees a des tran- 
sistors dans une variante d'afficheur selon 
I'invention ; 

- la figure 4 illustre un exemple d'afficheur selon I'in- 
vention dans lequel le substrat (l 3 ) et ses electrodes 
sont celles representees a la figure 3. 

Dans un afficheur selon {'invention, le materiau 
eiectrooptique est ins6re entre un substrat (l 2 ) compor- 
tant les colonnes d'electrodes (il 2 ) (figure 2) et un subs- 
trat (l 3 ) comportant les electrodes (ll 3 ) semiconductrices 
et les transistors de commandes (T 3 ). Ces transistors 
peuvent etre a structure etagee directe, la grille etant 
deposee sur le semiconducteur ou a structure etagee 
inverse, la grille etant entente sous le semiconducteur. 
La figure 3 illustre un exemple de realisation de substrat 
(l 3 ) avecses electrodes (ll 3 ) utilise dans un afficheur se- 
lon I'invention. Sur ce substrat, la grille est representee 
par une echelle metallique, les espaces internes definis 
par les montants et les barreaux materialised les elec- 
trodes (ll 3 ). Dans cet exemple de realisation les transis- 
tors sont a structure etagee directe. La grille metallique 
(G) est deposee sur une echelle isolante de grille (A), 
elle-meme deposee sur un materiau semiconducteur 
(S), prealablement depose sur le substrat (l 3 ). Les elec- 
trodes (ll 3 ) definies par I'interieur des barreaux d' echelle 
ont une conductivite s superieure k (a conductivite s 0 
des zones semiconductrices (C) qui sont en regard de 
I'echelle isolante (A). L'espace (E) entre echelles ayant 
6 ga lo m o nt un e conduct i vit e- s, o n p e ut pu i tet la couche 
de materiau semiconducteur a un potentiel determine 
V r lorsque la grille (G) est mise sous" tension; les tran- 
sistors deviennent passants et les electrodes (ll 3 ) sont 
ainsi port6es au potentiel V, les informations transmises 
par les colonnes d'electrodes sont alors affichees sur 
les pixels de la ligne adressee. L'afficheur ainsi realise 
avec un materiau eiectrooptique insere entre les subs- 
trats (l 2 ) et (l 3 ) est represente a la figure 4. 

On peut aussi consid6rer le cas de fonctionnement 
°" lfJLP°l e J2l' e<S des ffllrentes 9gJP nr } es ^ s P nt alternfis 



Ce precede comprend notamment les etapes 
suivantes.: _ . 



35 

Dans un ordre quelconque : d'une part, former une 
couche semiconductrice peu ou pas dopee qui 
constituera localement le canal de transistors, et 
d'autre part deposer et graver les grilles de com- 
mande de ces transistors, la grille etant constitu6e 40 
en forme d'echelle avec des montants en ligne et 
des barreaux transversaux reliant les montants, 



= — l'espace entre-aeux barreaux Wnsecutifsn36f itiis 
sant un pixel separe d'un pixel voisin par un des 
deux barreaux. 45 
doper les parties de couche semiconductrice non 
dopees, en utilisant comme masque les grilles de 
commande de conduction. 

La presente invention sera mieux comprise et so 
d'autres avantages apparaitront a la lecture de la des- 
cription qui va suivre et des figures annex6es parmi 
lesquelles : 

- la figure 1 represente un afficheur matriciel a cristal 55 
liquide selon Tart connu, utilisant des transistors ; 

- la figure 2 represente le substrat (l 2 ) supportant les 
colonnes d'electrodes d'un afficheur selon 



le defacement de charges se fait aiors essentiellement 
horizontalement entre pixels voisins. Le role des zones 
(E) est de ramener I'ensemble au potentiel V en cas de 
derive. 

II est egalement possible de remplacer les electro- 
des colonnes transparentes par des electrodes reflec- 
trices afin d'utiliser recran dans ce mode. 

Ce type d'afficheur utilise preferentiellement un ma- 
teriau cristal liquide pouvant etre un nematique en heii- 
ce. Le semiconducteur employe peut etre de nature va- 
riee il doit neanmoins repondre de preference aux cri- 
teres suivants : 

presenter une bonne transparence a la lumiere ; 
avoir une conductivite s au moins egale a 1 micro- 
siemens et posseder une f uite de canal inferieure a 
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quelques femtoampEres par micron pour permettre 
le stockage des informations lorsqu'une ligne a ces- 
$6 d'etre adress6e. 

La presente invention a egalement pour objet le s 
procEdE de realisation de cet afficheur, ce procEdE uti- 
lise comme masque les grilles (G) de transistors pour 
dEfinir les Electrodes semiconductrices (l 3 ) permettant 
un autoalignement de la source et du drain d'un transis- 
tor 10 

Plus prEcisEment, les grilles de commande servent 
de masque pour doper les parties de couche semicon- 
ductrice qui ne sont pas en regard des grilles. La nature 
et la realisation du dopage sont adapters a la structure 
directe ou inverse des transistors ainsi qu'a ia nature du is 
semiconducteur employE. 

Dans le cas du silicium amorphe ou polycristallin, 
pour une structure directe de transistors les techniques 
classiques d'implantation de phosphore permettent de 
doper les regions adjacentes a la grille af in d'obtenir des 20 
regions dopEes n + qui torment les Electrodes de pixel et 
I'espace entre deux lignes adjacentes. 

Dans le precede' selon I'invention on depose sur 
une plaque de verre une couche semiconductrice par 
exemple du silicium polycristallin peu dopE, le dopage 25 
Etant choisi en fonction de la conductivity sous le canal. 

On forme une couche mince isolante, par exemple 
de I'oxyde de silicium, cette couche servant d'isolant de 
grille du transistor. 

On depose alors une couche metallique par photo- 30 
lithographie afin de definir les echelles constituant les 
grilles des transistors ains i que l e s 6chfillBs d'isolant de 



et non sur I'isolant. Le procEdE est suivi du d6pot silicium 
et de la diffusion thermique du phosphore. Le proc6d6 
d'autoalignement de la source et du drain spit encore 
de deux electrodes de pixel de ligne peut ainsi etre ob- 
tenu que la structure des transistors soit directe ou in- 
verse. 



Revendications 

1. Afficheur matriciel a materiau Eiectrooptique, com- 
portant un r6seau matriciel de zones ei6mentaires 
d'image, et dans chaque zone ei6mentaire un ma- 
teriau eiectrooptique place entre deux electrodes 
(U 2 et ll 3 ), I'image affichee en chaque zone etant 
fonction du champ eiectrique applicable entre les 
deux electrodes situees dans cette zone, et des 
moyens d'adressage des electrodes etant prevus 
pour appliquer sElectivement en chaque zone un 
champ eiectrique desire, caracterise en ce que 
Tune des deux electrodes (ll 2 ou ll 3 ) est constitu6e 
par une zone semiconductrice dopee transparente 
entouree completement par une zone semiconduc- 
trice peu ou pas dopEe constituant le canal d'un 
transistor de commande (T 3 ) dont reiectrode forme 
la source ou le drain. 

2. Afficheur selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que le materiau eiectrooptique est insErE entre un 
substrat (l 2 ) sur lequel sont definies des colonnes 
d'eiectrodes transparentes (ll 2 ) et un substrat (l 3 ) 
our le que l sont d efinie s des E l ectrodes de l ignes 



grilles. 

Le dopage.peut alors etre effectuE par implantation 

classique de phosphore dans le cas ou le matEriau 35 
semiconducteur est du silicium, permettant de doper les 
regions constituant les electrodes de pixel et I'espace 
entre deux lignes adjacentes. La grille metallique sert 
de masque durant I'operation du dopage, les zones 
semiconductrices en regard des montants et des bar- 40 
reaux d'Echelle restant par consequent peu dopEes. 
Le rEseau d'eiectrodes de pixel (ll 3 ) ainsi defini sur 



(ll 3 ) semiconductrices et transparentes avec des 
transistors (T 3 )dont les grilles (G) sont associEes 
en regard des zones peu ou pas dopEes. 

Afficheur selon la revendication 2, caractErisE en ce 
que I'ensemble des grilles (G) d'une ligne est defini 
par une structure d'Echelle dont les barreaux sEpa- 
rent deux Electrodes de ligne, les montants definis- 
sant une ligne d'adressage. 



He substrat 0 3 ) est superpose auTEse^ 
lonnes (ll 2 ) rEalise sur le substrat (l 2 ). Le materiau Eiec- 
trooptique est insEre entre ces deux substrats et Ten- 45 
semble rEalise un afficheur matriciel a matEriau Eiec- 
trooptique. 

Dans le cas d'une structure Etagee inverse, une 
couche de phosphore peut Etre dEposee prealablement 
sur une couche de silicium, la grille etant depos6e sur so 
le substrat (l 3 ) et entente sous la couche de semicon- 
ducteur. La diffusion de phosphore dans le semiconduc- 
teur peut etre rEalisEe au travers du substrat (I 3 ) par un 
faisceau laser qui provoque un echauffement capable 
de gEnErer le dopage, ce faisceau laser Etant par contre ss 
rEflechi par la grille metallique. II est aussi possible de 
faire apres dEpot et gravure des couches mEtallique et 
isolante le dEpot sElectif de phosphore sur le substrat 



4. Afficheur selon I'une des revendications 1 a 3, ca- 
ractErisE en ce que le matEriau eiectrooptique est 
un cristal liquide. 

5. Afficheur selon la revendication 4, caractErisE en ce 
que le cristal liquide est un nEmatique en hElice. 

6. Afficheur selon I'une des revendications 1 a 5, ca- 
ractErisE en ce que le semiconducteur est du sili- 
cium amorphe ou polycristallin. 

7. Afficheur selon I'une des revendications 1 a 6, ca- 
ractErisE en ce que les transistors sont a structure 
etagee directe la grille (G) etant dEposee sur un iso- 
lant de grille lui-meme depose sur les zones peu ou 
pas dopees. 
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Afficheur selon Tune des revendications 1 a 6, ca- 
racte>is6 en ce que les transistors (T 3 ) sont a struc- 
ture 6tag6e inverse, la grille (G) 6tant d6pos6e sur 
le substrat (l 3 ) et enterr6e sous I'isolant de grille et 
le semiconducteur. s 



gebildet wird, die ganz von einer wenig oder gar 
nicht dotierten halbleitenden Zone umgeben ist, 
welche den Kanal eines Steuertransistors (T 3 ) bil- 
det, dessen Elektrode die Source- oder Drainelek- 
trode bildet. 



9. Afficheur selon la revendication 8, caracterise" en ce 
que le semiconducteur est du silicium dop6 au 
phosphore sous Taction d'un laser operant au tra- 
vers du substrat (l 3 ). 10 

10. Afficheur selon la revendication 8, caract6ris6ence 
que le ddpot selectif de phosphore sur le substrat 
est effectue apres le dep6t et la gravure des cou- 
ches m6tallique et isolante, le silicium etant ensuite 15 
d6pos6 sur I'ensemble, et localement dope par dif- 
fusion thermique du phosphore. 

11. Procede de fabrication d'un afficheur matriciei, 
comprenant la formation de deux r6seaux d'electro- 
des d'application de champ Slectrique surdes subs- 
trats separSs (l 2 et l 3 ) et la mise en place d'un ma- 
teriau electrooptique entre les substrats, la forma- 
tion d'un des deux reseaux d'electrodes (ll 3 ) com- 
prenant la realisation de transistors d'acces indivi- 
dual pour commander chaque pixel, comprenant 5. 
les etapes suivantes : 

dans un ordre quelconque : d'une part, former 
une couche semiconductrice peu ou pas dop6e 30 6. 
qui constituera localement le canal de transis- 
tors, et d'autre part depose r et graver Iar gr ill es 
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Bildschirm nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB das elektro-optische Material zwischen ein 
Substrat (l 2 ), auf dem die transparenten Elektro- 
denspalten (ll 2 ) ausgebildet sind, und ein Substrat 
(l 3 ) eingefugt ist, auf dem transparente und halblei- 
tende Zeilenelektroden (ll 3 ) mit Transistoren (T 3 ) 
definiert sind, deren Gates (G) gegenuber den we- 
nig oder gar nicht dotierten Zonen liegen. 

Bildschirm nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Gesamtheit der Gates (G) einer Zeile 
durch eine Leiterstruktur definiert ist, deren Spros- 
sen zwei Zeilenelektroden voneinander trennen 
und deren Wangen eine Adressenzeile definieren. 

Bildschirm nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB das elektro-optische 
Material ein Flussigkristall ist. 

Bildschirm nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Flussigkristall ein nematischer Kristall 
mit Spiralstruktur ist. 

Bildschirm nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halbleiter aus 
amorphom od e r polykr i stal l inem Si li z i u r n i sl. 



de commande de ces transistors, la grille etant 
_constituee en forme d'echelle avec des mon- 7. 
tants en ligne et des barreaux transversaux re- 35 
liant les montants, I'espace entre deux bar- 
reaux consScutifs delinissant un pixel separ6 
d'un pixel voisin par un des deux barreaux. 
doper les parties de couche semiconductrice 
non dop6es, en utilisant comme masque les 40 8. 
grilles de commande de conduction . 



- Bildschirm nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Transistoren eine 
gestufte direkte Struktur haben, wobei das Gate (G) 
auf einer Gateisolierung liegt, die ihrerseits auf den 
wenig oder gar nicht dotierten Zonen liegt. 

Bildschirm nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Transistoren (T 3 ) q\- 



Patentanspruche 



1. 



Matrixartiger Bildschirm mit elektro-optischem Ma- 
terial, der ein matrixfdrmiges Netz von elementaren 
Bildzonen und in jeder elementaren Bildzone ein 
elektro-optisches Material zwischen zwei Elektro- 
den (ll 2 , ll 3 ) besitzt, wobei das in jeder Zone ange- 
zeigte Bild vom elektrischen Feld abhangt, das zwi- 
schen die beiden in dieser Zone liegenden Elektro- 
den angeiegt werden kann, wobei Mittelzum Adres- 
sieren der Elektroden vorgesehen sind, um selektiv 
in jeder Zone ein gewunschtes elektromagneti- 
sches Feld anzulegen, dadurch gekennzeichnet, 
daB eine der beiden Elektroden (ll 2 oder ll 3 ) von ei- 
ner transparenten halbleitenden und dotierten Zone 
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10. 



te (G) auf das Substrat (l 3 ) aufgebracht und unter 
der Gateisolierung und dem Halbleiter eingebettet 
ist. 

Bildschirm nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Halbleiter aus mit Phosphor dotiertem 
Siliziurn besteht, wobei die Dotierung mit einem La- 
ser folgt, der durch das Substrat (l 3 ) hindurch wirkt. 

Bildschirm nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Phosphor selektiv auf das Substrat 
nach dem Aufbringen und Ausatzen der Metall- 
schicht und der Isolierschicht aufgebracht wird und 
daB das Siliziurn dann auf die ganze Einheit aufge- 
bracht und ortlich durch thermische Diffusion des 
Phosphors dotiert wird. 
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1 1 . Verfahren zur Herstellung eines matrixartigen Bild- 
schirms, bei dem zwei Netze von Efektroden zum 
Anlegen elektrischer Felder an getrennte Substrate 
(! 2 und l 3 ) gebildet werden und ein elektro-optisches 
Material zwischen die Substrate eingef ugt wird, wo- 
bei die Bildung eines der beiden Elektrodennetze 
(li 3 ) die Herstellung von einzelnen Zugangstransi- 
storen zur Steuerung jedes Pixels beinhaltet und 
das Verfahren folgende Schritte enthalt: 

in einer beliebigen Reihenfolge wird eine wenig 
Oder gar nicht dotierte Halbleiterschicht ausge- 
bildet, die spater ortlich den Kanal von Transi- 
storen bildet, und dann werden die Steuergates 
dieser Transistoren aufgebracht und ausge- 
atzt, wobei die Gates in Form einer Leiter mit 
Wangen in Zeilenrichtung und die Wangen ver- 
bindende Quersprossen gebildet werden und 
der Raum zwischen zwei aufeinanderfolgen- 
den Sprossen ein von einem Nachbarpixel 
durch eine der Sprossen getrenntes Pixel defi- 
niert, 

- die nicht dotierten Bereich der Halbleiterschicht 
werden dotiert, indem als Maske die Steuerga- 
tes verwendet werden. 



4. Display according to one of Claims 1 to 3, charac- 
terized in that the electrooptical material is a liquid 
crystal. 

5 5. Display according to Claim 4, characterized in that 
the liquid crystal is a twisted nematic liquid crystal. 

6. Display according to one of Claims 1 to 5, charac- 
terized in that the semiconductor is amorphous or 
polycrystalline silicon. 
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Claims 

1 . Matrix display with electrooptical material, including 30 
a matrix array of elementary image regions and, in 
each elementary region, an electrooptol mat^f 



Display according to one of Claims 1 to 6, charac- 
terized in that the transistors have a direct stepped 
structure, the gate (G) being deposited on a gate 
insulant which is itself deposited on the lightly or 
non-doped regions. 

Display according to one of Claims 1 to 6, charac- 
terized in that the transistors (T 3 ) have an inverse 
stepped structure, the gate (G) being deposited on 
the substrate (l 3 ) and buried under the gate insulant 
and the semiconductor. 

9. Display according to Claim 8, characterized in that 
the semiconductor is silicon doped with phosphorus 
under the action of a laser operating through the 
substrate (l 3 ). 

10. Display according to Claim 8, characterized in that 
the selective deposition of phosphorus on the sub- 
strate is performed after the deposition and the 

otching of th e m e tal a n d in su l ant laye r s, the si l icon 

then being deposited on the assembly, and locally 
doped by thermal diffusion of phosphorus. 

11. Method of manufacturing a matrix display, compris- 
ing the formation of two arrays of electrodes for ap- 
plying an electric field to separate substrates (l 2 and 
l 3 ), and the placing of an electrooptical material be- 
tween the substrates, the formation of one of the 
two electrode arrays (ll 3 ) comprising the production 
of indiyidual access transjstor^ 



placed between two electrodes (ll 2 and ll 3 ), the im- 
age displayed at each region being a function of the 
electric field applicable between the two electrodes 
situated in this region, and means for addressing 
the electrodes being provided in order selectively to 
apply a desired electric field in each region, char- 
acterized in that one of the two electrodes (ll 2 or ll 3 ) 
consists of a transparent doped semiconducting re- 
gion completely surrounded by a lightly or non- 
doped semiconducting region constituting the 
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'"channel*ofaxonirortransistor"(T5)'1he"e1ectrode'6f 
which forms the source or the drain. 

Display according to Claim 1 , characterized in that 
the electrooptical material is inserted between a 
substrate (l 2 ) on which transparent electrode col- 
umns (ll 2 ) are defined and a substrate (l 3 ) on which 
semiconducting and transparent row electrodes 
(ll 3 ), with transistors (T 3 ) the gates (G) of which are 
associated with regard to lightly or non-doped re- 
gions. 

Display according to Claim 2, characterized in that 
the set of gates (G) of one row is defined by a ladder 
structure the rungs of which separate two row elec- 
trodes, the uprights defining one addressing row. 
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pixel, comprising the following steps: 

in any order: on the one hand, forming a lightly 
or non-doped semiconducting layer which will 
locally constitute the transistor channel, and, 
on the other hand, depositing and etching the 
control gates of these transistors, the gate be- 
ing constructed in the form of a ladder with up- 
rights in line and transversal rungs linking the 
uprights, the space between two consecutive 
rungs defining a pixel separated from an adja- 
cent pixel by one of the two rungs, 
doping the non-doped semiconducting layer 
parts, using the conduction control gates as a 
mask. 
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FIG. 3 
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